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(54) SCHICHTAUFBAU

(57) Die Erfindung betrifft einen Schichtaufbau
(1) mit halbleitenden Materialien auf einer
Trégerlage (3) welcher zumindest eine
flachenhafte, halbleitende Schicht (6) und
mehrere, insbesondere eine erste (4) und
zweite (5), Elektroden umfasst. Die halblei-
tende Schicht (6) weist eine obere (8) und
untere (7) Flachseite auf, die im Wesentli-
chen parallel zueinander verlaufen und
durch die H6he der Schicht (10) voneinan-
der distanziert sind. Weiters ist die halblei-
tende Schicht (6) mit der unteren Flachsei-
te (7) auf einer Flachseite der Tragerlage
(2) aufgebracht ist und die beiden Elektro-
den sind elektrisch leitend mit der halblei-
tenden Schicht verbunden. Die zumindest
zwei Elektroden sind dabei an zwei gegen-
uber liegenden Stimnfldchen der halbleiten-
den Schicht und/oder an dazu zumindest
annahernd parallelen Ebenen zwischen
den beiden Stirnflichen angeordnet.
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Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Schichtaufbau (1) mit halbleitenden Materialien auf einer Tri-
gerlage (3) welcher zumindest eine flichenhafte, halbleitende Schicht (6) und mehrere, ins-
besondere eine erste (4) und zweite (5), Elektroden umfasst. Die halbleitende Schicht (6)
weist eine obere (8) und untere (7) Flachseite auf, die im Wesentlichen parallel zueinander
verlaufen und durch die Hohe der Schicht (10) voneinander distanziert sind. Weiters ist die
halbleitende Schicht (6) mit der unteren Flachseite (7) auf einer Flachseite der Trigerlage
(2) aufgebracht ist und die beiden Elektroden sind elektrisch leitend mit der halbleitenden
Schicht verbunden. Die zumindest zwei Elektroden sind dabei an zwei gegeniiber liegen-
den Stirnfléchen der halbleitenden Schicht und/oder an dazu zumindest annihernd paralle-

len Ebenen zwischen den beiden Stirnflichen angeordnet.

(Fig. 1)

NACHGEREICHT

N2006/18200




Die Erfindung betrifft einen Schichtaufbau mit halbleitenden Materialien auf einer Triger-
lage, welcher zumindest eine fléchenhafte, halbleitende Schicht und mehrere, insbesondere
eine erste und zweite, Elektroden umfasst, wobei die halbleitende Schicht eine obere und
untere Flachseite aufweist, die im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen und durch
die Hohe der Schicht voneinander distanziert sind und wo die halbleitende Schicht mit der
unteren Flachseite auf einer Flachseite der Trégerlage aufgebracht ist und wobei die beiden
Elektroden elektrisch leitend mit der halbleitenden Schicht verbunden sind, sowie ein Ver-
fahren zur Herstellung desselben. Weiters betrifft die Erfindung eine Solarzelle zur Frei-
setzung von Ladungstréiger durch das Einwirken einer elektromagnetischen Welle, insbe-

sondere Licht, sowie einen Transistor.

Die Ableitung freigesetzter Ladungstriger aus einer flichenhaften halbleitenden Schicht

erfolgt bevorzugt mittels, auf den Flachseiten der Schicht angebrachten, elektrisch leiten-
den Elektroden.

Halbleitende Bauteile sind iiblicherweise schichtartig aufgebaut, wobei die flichenhaften
halbleitenden Schichten bevorzugt iibereinander angeordnet sind. Die Ableitung der Elek-
tronen aus den halbleitenden Schichten eines derartigen Schichtaufbaus erfolgt iiber elekt-
risch leitende Elektroden, die bevorzugt zwischen den Schichten angeordnet sind. Gegebe-
nenfalls sind zusitzliche Zwischenschichten erforderlich, beispielsweise elektrisch isolie-
rende Schichten. Fiir eine moglichst gute Ableitung der Ladungstriger aus dem halbleiten-
den Material sollten diese Elektroden aus einem elektrisch sehr gut leitfihigen Material

bestehen.

Ist die halbleitende Schicht beispielsweise aus einem photoaktiven Material gebildet, sind
Vorkehrungen zu treffen, damit die Elektroden den Strahlengang des einfallenden Lichts
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nicht zu stark beeintrichtigen. Die Elektroden, insbesondere jedoch die der Lichtquelle
zugewandte, miissen daher zumindest im dem Teil des Spektrums des einfallenden Lichts
transparent bzw. semitransparent sein, in dem die halbleitende Schicht photoaktiv ist.
Nachteilig ist dabei, dass transparente bzw. semitransparente Elektroden bevorzugt aus
einem Metall-Oxid bestehen, das aber gegeniiber einem metallischen Leiter eine deutlich
schlechtere elektrische Leitfahigkeit aufweist. Bei einem Schichtaufbau mit mehreren halb-
leitenden Schichten sind somit mehrere transparente bzw. semitransparente Elektroden im
Strahlengang des einfallenden Lichts hintereinander angeordnet. Da jede dieser Elektroden
einen Teil des einfallenden Lichts absorbiert, ist die Anzahl der derart iibereinander ange-
ordneten Schichten begrenzt, da das Licht nach dem Durchtritt durch mehrere Elektroden
so stark abgeschwicht ist, dass die Energie zur Freisetzung von Ladungstrigern in der pho-
toaktiven Schicht nicht mehr ausreicht.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, Ladungstriger, die in zumindest einer halbleitenden
Schicht durch eine einwirkende Beeinflussung freigesetzt wurden, iiber elektrisch sehr gut
leitende Elektroden aus der Schicht abzuleiten, wobei sich keine Elektroden in der Wirk-
richtung der Ladungstriger freisetzenden Beeinflussung befinden diirfen.

Die Aufgabe der Erfindung wird jeweils eigenstéindig dadurch gel6st, dass

e die zumindest zwei Elektroden an zwei gegeniiber liegenden Stirnfléichen der halblei-
tenden Schicht und/oder an dazu zumindest annéhernd parallelen Ebenen zwischen den
beiden Stirnflichen angeordnet sind bzw. angeordnet werden;

e die Solarzelle bzw. der Transistor einen erfindungsgemiBen Schichtaufbau aufweisen.

Da die zumindest zwei Elektroden an zwei gegeniiber liegenden Stirnflichen der halblei-
tenden Schicht und/oder an dazu zumindest annéhernd parallelen Ebenen zwischen den
beiden Stirnflichen angeordnet sind, ist sicher gestellt, dass sich keine Elektrode in der
Wirkrichtung einer Ladungstréger freisetzenden Beeinflussung, beispielsweise einer elekt-
romagnetischen Welle, befindet. Der besondere Vorteil des anspruchsgemiBen Schichtauf-
baus ist, dass die gesamte Flachseite der halbleitenden Schicht als Wirkfliche zur Verfii-

gung steht.
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Sind die Trégerlage, die halbleitende Schicht und die Elektroden flexibel und elastisch
riickstellbar verformbar ausgebildet, ldsst sich der erfindungsgemiBe Schichtaufbau be-
sonders vorteilhaft auch an nicht ebenen Auflagefldachen anbringen. Insbesondere ist da-
durch auch eine Verwendung in Vorrichtungen denkbar, bei denen es zu starken Erschiitte-
rungen bzw. zu einer dynamischen Verformung der Auflagefliche kommen kann. Bei-
spielsweise ldsst sich der Schichtaufbau daher auch auf Geriten anbringen die fiir einen
mobilen Einsatz vorgesehen sind, wo mit Schléigen, Erschiitterungen und mechanischen
Verformungen durchaus zu rechnen ist. In einer vorteilhafien Weiterbildung lisst sich der

anspruchsgemiéfle Schichtaufbau beispielsweise auch auf Textilien anbringen.

Bei einer transparent ausgebildeten Trigerlage ist das Einwirken einer Ladungstriger frei-
setzenden Beeinflussung auch aus Richtung der unteren Flachseite der halbleitenden
Schicht méglich. Der bedeutende Vorteil ist dabei, dass der anspruchsgemiBe Schichtauf-
bau dadurch zwei Vorzugsrichtungen fiir das Einwirken einer Ladungstriger freisetzenden
Beeinflussung hat. Dies ist insbesondere von Vorteil, wenn aus Montagegriinden der
Schichtaufbau mit der Trégerlage in Richtung der Ladungstriger freisetzenden Beeinflus-
sung angeordnet wird und somit die halbleitenden Schichten von der Wirkrichtung der

Beeinflussung abgewandt wiren.

Ist die Trigerlage aus einem elektrisch nicht leitenden Material gebildet, ist es moglich, die
Elektroden bzw. die halbleitende Schicht unmittelbar auf der Triigerlage anzubringen. Von
Vorteil ist dabei, dass keine zusitzliche Trennschicht, insbesondere keine Isolierschicht,

erforderlich ist.

Wird das halbleitende Material aus einer Gruppe umfassend photoaktive Materialien, orga-
nische und anorganische halbleitende Materialien gebildet, ist es mit dem anspruchsgem:B
ausgebildeten Schichtaufbau moglich, eine Freisetzung von Ladungstrigern durch eine
Vielzahl von einwirkenden Beeinflussungen zu erreichen. Beispielsweise erméglicht eine
Ausbildung mit photoaktivem Materials den Aufbau einer Solarzelle - die einwirkende Be-
einflussung wire in diesem Fall ein Teilbereich des Sonnenlichts. Denkbar ist aber auch,
dass die halbleitende Schicht fiir hochfrequente Elektromagnetische Wellen aktiv ist und
daher beim Eintreffen einer Welle mit der entsprechenden Frequenz, Ladungstriger freige-

setzt werden. Ebenfalls méglich sind Kombinationen aus organischen und anorganischen
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Materialien, wobei die Palette der verwendbaren Materialien sehr breit ist und beispiels-
weise Polymere, Small Molecules, Dendrimers, Quantum Dots, anorganische Nanopartikel
und auch Carbon Nanotubes umfasst. Eine photoaktive Schicht kann aus einer einzelnen
Komponente bestehen, oder aber auch aus zumindest zwei Komponenten (Donator, Akzep-
tor) aufgebaut sein. Durch Mischen des Polymers mit akzeptorartigen Materialien, bei-
spielsweise anorganische Nanopartikeln, ldsst sich eine effizientere Ladungstrennung reali-
sieren, weil dadurch die Grenzfliche zwischen den beiden Komponenten iiber das gesamte

Absorbervolumen verteilt ist - man spricht hier von einer bulk-heterojunction.

Wird auf der halbleitenden Schicht, zumindest eine weitere, bevorzugt aus einem anderen
halbleitenden Material gebildete Schicht aufgebracht, lassen sich komplexe halbleitende
Bauteile aufbauen. Eine anspruchsgemiBe Ausbildung mit organischem bzw. anorgani-
schc;,m Material gestattet beispielsweise den Aufbau von Sensoren oder Transistoren. Halb-
leitende Bauteile wie Transistoren umfassen iiblicherweise mehrere Schichten aus unter-
schiedlichen halbleitenden Materialien, die iibereinander angebracht sind und die sich zu-
mindest abschnittsweise iiberlappen. An den Ubergiingen zwischen den Schichten ergeben
sich nun genau jene Effekte, die bspw. das Verhalten eines Transistors ausmachen. Der
schichtartige Aufbau erlaubt es weiters, die Eigenschaften der einzelnen Schichten derart
vorteilhaft zu kombinieren, dass man ein Bauteil erhilt, das fiir einen breiteren Bereich
bzw. fiir mehrere mégliche einwirkende Beeinflussungen optimiert ist. Beispielsweise kén-
nen die Schichten dahingehend optimiert werden, dass jede Schicht in einem Teilbereich
des Sonnenlichts einen besonders hohen Absorptionsgrad aufweist. Man erhilt dann eine
Solarzelle, die in einem breiten Spektralbereich des Sonnenlichts einen hohen Absorptions-

grad und damit einen hohen Wirkungsgrad aufweist.

Ist das photoaktive Material anspruchsgemiB zur Absorption eines Teilbereichs des Spekt-
rums des Lichts, insbesondere des Sonnenlichts, ausgebildet, werden bei Sonneneinstrah-
lung innerhalb der Schicht Ladungstréger freigesetzt. Ein photoaktives Material lisst sich
nun dahingehend optimieren, dass es in einem Teilbereich eine besonders hohe Absorpti-
onsrate aufweist und daher besonders viele Ladungstriiger freisetzt. Viele freigesetzte La-
dungstréger bedeuten wiederum ein hohes Stromabgabevermégen und somit einen hoheren

Wirkungsgrad. Insbesondere ist es technisch einfacher, die Absorptionsrate einer photoak-
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tiven, halbleitenden Schicht fiir einen schmalen Spektralbereich zu optimieren, als eine

hohe Absorptionsrate iiber einen breiten Spektralbereich erreichen zu wollen.

Ist das photoaktive Material fiir den nicht absorbierten Teilbereich des Spektrums des
Lichts, insbesondere des Sonnenlichts transparent, konnen jene spektralen Anteile fiir die
die halbleitende Schicht nicht photoaktiv ist, die Schicht weitestgehend ungehindert passie-
ren. Der bedeutende Vorteil ist dabei, dass die Energie der nicht photoaktiv genutzten
Spektralanteile weitestgehend erhalten bleibt.

Dadurch dass jede aufgebrachte photoaktive Schicht einen anderen Teilbereich Spektrums
des Lichts, insbesondere des Sonnenlichts absorbiert, ist eine vorteilhafte Ausnutzung
mehrerer Spektralbereiche des Lichts mdglich. Ordnet man einzelne photoaktive Schichten
die fiir eine hohe Absorption in einem Teilbereich des Lichts optimiert wurden, anspruchs-
gemdil iibereinander an, erfolgt beim Durchtritt des Lichts durch die zu oberst liegende
photoaktive Schichte, eine Absorption eines Teilbereichs des Spektrums des Lichts, wobei
die nicht absorbierten Teile des Spektrums weitestgehend unbeeinflusst durchgelassen
werden. Die zumindest eine weitere aufgebrachte Schicht niitzt hernach einen tiberwiegend
andern Spektralbereich zur Energiegewinnung, wobei sich allerdings die photoaktiven
Spektralbereiche der Schichten teilweise iiberlappen kénnen. Insgesamt erhilt man den
entscheidenden Vorteil, dass sich mit dem anspruchsgemiBen Schichtaufbau eine deutliche
Steigerung des Wirkungsgrads erreichen ldsst. Im Gegensatz zu den bisher bekannten
Schichtaufbauten erméglicht der anspruchsgemiBe Schichtaufbau deutlich mehr halblei-
tende Schichten iibereinander anzuordnen, da keine transparenten bzw. semitransparenten
Elektroden zwischen den halbleitenden Schichten erforderlich sind. Der wesentliche Vor-
teil ist dabei, dass, bezogen auf eine Flicheneinheit der Trigerlage, die Zahl der freigesetz-
ten Ladungstrager und somit der abgegebene Strom, deutlich hoher als bei den bisher be-
kannten Schichtaufbauten ist.

Sind die Elektroden vollflichig an den Seitenflichen der halbleitenden Schicht elektrisch
leitend verbunden angebracht, ist eine bestmdgliche Ladungstrigerableitung gegeben, da
bei dieser Ausbildung der elektrische Ubergangswiderstand zwischen halbleitender Schicht
und Elektrode am geringsten ist. Neben einer vollflachig angebrachten Elektrode, sind aber

auch noch weitere Elektrodenausbildungen méglich. Beispielsweise konnen die Elektroden
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gitter- bzw. streifenartig und/oder nur in diskreten Abschnitten aufgebracht sein. Ebenfalls
denkbar ist eine Ausbildung als pordse Elektrode, bspw. als Sinterelektrode.

In halbleitenden Materialien kommt es durch Rekombination zur gegenseitigen Auslo-
schung von freigesetzten Ladungstrigern. Dieser Effekt tritt umso stirker in Erscheinung,
je weiter die Elektroden voneinander entfernt sind, d.h. je dicker die halbleitende Schicht
zwischen den Elektroden ist, bzw. je schlechter die freigesetzten Elektronen aus der halb-
leitenden Schicht abgezogen werden. Dadurch dass die erste bzw. zweite Elektrode aus
jeweils einem unterschiedlichen Metall mit einer unterschiedlichen Elektrpnenaustrittsar-
beit (work function) gebildet ist, ldsst sich die interne Quanteneffizienz der jeweiligen
Schicht erhdhen, weil dadurch weniger freigesetzte Ladungstriger durch Rekombination
verloren gehen. In vorteilhafter Weise erreicht man mit der anspruchsgeméaBen Ausbildung

wiederum eine Steigerung des Wirkungsgrads des gesamten Bauteils.

Werden jeweils alle ersten und zweiten Elektroden elektrisch leitend miteinander verbun-
den, erhilt mah eine elektrische Parallelschaltung aller auf der Trigerlage angeordneten
Schichtaufbauten. Der entscheidende Vorteil einer anspruchsgeméBen Ausbildung liegt
darin, dass auf der Triigerlage kein Platz fiir den elektrisch leitenden Anschluss der einzel-
nen Elektroden verloren geht, wodurch wesentlich mehr halbleitende Fliche zur Freiset-

zung von Ladungstrigern vorhanden ist, was wiederum den Wirkungsgrad erhéht.

Werden die Elektroden als ineinander verschrinkte Fingerelektroden ausgebildet, wird eine
besonders vorteilhafte Platz sparende Anordnung der Elektroden und der halbleitenden
Schicht erreicht. Eine anspruchsgemiBe Ausbildung hat den weiteren Vorteil, dass sich die
Elektroden derart anordnen lassen, dass parallel zur Flachseite der Trégerlage, eine gleich-
méBig breite Schicht des halbleitenden Materials angebracht ist. Dadurch lassen sich lokale
Konzentrationen von freigesetzten Ladungstrigern weitestgehend vermeiden und es

kommt zu keiner ungleichméBigen Strombelastung der Elektroden.

Die erfindungsgemiBe Aufgabe wird auch durch ein Verfahren zum Herstellen eines
Schichtaufbaus mit halbleitenden Materialien auf einer Trigerlage gelost, wobei die zu-
mindest zwei Elektroden an zwei gegeniiber liegenden Stirnfléichen der halbleitenden
Schicht und/oder an dazu zumindest annhernd parallelen Ebenen zwischen den beiden

Stirnfléchen angeordnet werden.
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Der erfindungsgemiBe Schichtaufbau niitzt einen halbleitenden Effekt der sich einstellt,
wenn eine halbleitende Schicht zwischen zwei unterschiedlichen metallischen Werkstoffen
angeordnet ist. Werden anspruchsgemif abwechselnd und voneinander distanziert, erste
und zweite Elektroden aufgebracht, ldsst sich der erfindungsgemiBe Schichtaufbau beson-
ders Platz sparend auf der Trigerlage anbringen. Von bedeutendem Vorteil ist weiters, dass
zum Autbringen der Elektroden Verfahren eingesetzt werden konnen, die beispielsweise

eine vorhandene halbleitende Schicht beschidigen wiirden.

Dadurch dass die Elektroden mittels eines Strukturierungsverfahren, beispielsweise Litho-
grafie, Siebdruck, Ink-Jet, Nanoimprint, Stempeldruck, Laser Ablation (hier ist eine vor-
hergehende Flachenbeschichtung, beispielsweise eine Bedampfung, erforderlich) auf die
Tragerlage aufgebracht werden, ist eine kostengiinstige Herstellung der Elektroden mog-
lich.

Die genannten Verfahren haben weiters den Vorteil, dass sie keine aufwindigen und damit
teuren Vorrichtungen, wie bspw. eine Hochvakuumkammer, erfordern. Weiters sind diese
Verfahren dazu geeignet, die erfindungsgemiBe Schichtvorrichtung kontinuierlich herzu-

stellen.

Eine Aufbringung der beiden Elektroden als verschriinkte Fingerelektroden bringt mehrere
bedeutende Vorteile. Durch die Verschrinkung der Elektroden wird der Platz auf der Tri-
gerlage besonders optimal ausgenutzt, da kein Platz fiir elektrisch leitende Verbindungslei-
tungen zwischen den Elektroden, bzw. fiir IsolationsmaBahmen der Elektroden gegenein-
ander verloren geht. Weiters lassen sich die Fingerelektroden derart vorteilhaft ausgestal-
ten, dass, parallel zur Trigerlage, die Breite der halbleitenden Schicht zwischen den beiden
Elektroden weitestgehend konstant ist und es daher zu keinen lokal erhéhten Ladungstri-
gerdichten kommt. Aufgrund der Rekombinationseffekte soll die Breite der Schicht zwi-
schen den Elektroden méglichst gering sein, daher sind als Weiterbildung alle Elektroden-
anordnungen denkbar, die einen méglichst guten Abtransport der freigesetzten Ladungs-

triger ermdoglichen.

Von wesentlichem Vorteil einer anspruchsgemiBen Ausbildung, bei der die halbleitende
Schicht vollfléchig aufgebracht wird ist, dass die halbleitende Schicht sowohl auf der Tri-

gerlage als auch auf den zuvor aufgebrachten Elektroden aufgebracht wird. Da die Elek-
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troden bereits zuvor auf der Trigerlage angebracht wurden, lagert sich auch auf deren obe-
ren Flachseite das halbleitende Material ab, was aber den Abtransport der freigesetzten
Ladungstriger nicht beeintréchtigt. Daher ist es vorteilhafter Weise nicht erforderlich, die
halbleitende Schicht von den Elektroden zu entfernen bzw. beim Auftragen der halbleiten-
den Schicht zu verhindern, dass sich diese auf den Elektroden anlagert. Es konnen daher
Flachendruckverfahren wie beispielsweise Rakel, Siebdruck, Gravurdruck, Tiefdruck,
Flexodruck, Dip-Coating und Spray-Coating eingesetzt werden. |

Der Einsatz eines Verfahrens aus der Gruppe umfassend Bedampfung, Flichendruckver-
fahren (beispielsweise Rakel, Siebdruck, Gravurdruck, Tiefdruck, Flexodruck, Dip-Coat-
ing, Spray-Coating), zum Auftragen der halbleitenden Schicht, hat den Vorteil, dass diese
Verfahren eine einfache und kostengiinstige Herstellung des Schichtaufbaus erméglichen.
Insbesondere haben die genannten Verfahren den Vorteil, dass sie keine aufwindigen und
damit teuren Vorrichtungen, wie bspw. eine Hochvakuumkammer, erfordern. Weiters sind
diese Verfahren dazu geeignet, die erfindungsgemsiBe Schichtvorrichtung kontinuierlich

herzustellen.

Ein strukturiertes Aufbringen der halbleitenden Schicht hat den Vorteil, dass sich dadurch
gezielt Strukturen ausbilden lassen, um bspw. den Wirkungsgrad oder die Ladungstriger-
beweglichkeit zu erhShen. Insbesondere ist es anspruchsgemaB moglich, gezielt in Ab-
schnitten keine halbleitende Schicht aufzutragen, um Platz bspw. fiir einen elektrischen
Anschluss frei zu lassen. Weiters lassen sich dadurch auch normal zur Ebene der Triiger-
lage stehende, halbleitende Strukturen aufbauen.

Die Verwendung eines Verfahren aus der Gruppe umfassend Tintenstrahl-Druck, Sieb-
druck, Laser Ablation hat ebenso den Vorteil, dass keine aufwindigen und damit teuren
Vorrichtungen erforderlich sind und das eine kontinuierliche Herstellung der erfindungs-
gemiBen Schichtvorrichtung im Durchlaufverfahren méglich ist.

Wird wihrend des Aufbringens der halbleitenden Schicht ein Elektrisches Feld angelegt,
ldsst sich die Ausrichtung der Molekiile in der halbleitenden Schicht beeinflussen. Der be-
deutende Vorteil dieser Ausbildung ist, dass sich dadurch die Leitfihigkeit der halbleiten-
den Schicht erh6hen lisst. Dies ist insbesondere von Bedeutung, als dass sich die bereits

erwahnten Rekombinationseffekte durch eine héhere Leitfihigkeit der halbleitenden
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Schicht reduzieren lassen. Eine Feldstirke von 10°V/cm entspricht 1V/100nm Schicht-
dicke.

Durch eine geeignete Materialkombination lésst sich eine héhere Quanteneffizienz der
halbleitenden Schicht erzielen, was den bedeutenden Vorteil hat, dass bereits bei einer ge-
ringeren Intensitéit der einwirkenden Beeinflussung Ladungstriiger freigesetzt werden. Da-

durch erhoht sich wiederum der Wirkungsgrad des erfindungsgemiBen Schichtaufbaus.

Wird auf der oberen Flachseite der halbleitende Schicht zumindest eine weitere, bevorzugt
aus einem anderen halbleitenden Material gebildete Schicht aufgebracht, lisst sich ein be-
sonders Platz sparender Schichtaufbau ausbilden. Halbleitende Schichten lassen sich fiir
verschiedene Einsatzzwecke optimieren. Sind die halbleitenden Schichten beispielsweise
photoaktiv ausgebildet und ist jede Schicht fiir einen spezifischen Spektralbereich des ein-
fallenden Lichts optimiert, ldsst sich anspruchsgemiBe eine Solarzelle aufbauen, die deut-
lich mehr Spektralanteile zur Energiegewinnung nutzt, als gegenwirtig bekannte Solarzel-
len. Durch die anspruchsgeméfle Anordnung erhilt man den besonderen Vorteil, dass sich
durch Anordnen einer weiteren halbleitenden Schicht, die Zahl der je Flicheneinheit der

Trégerlage freigesetzten Ladungstriiger erhdhen lisst.

Bei der Mehrzahl der bisher bekannten Solarzellen erfolgt die Ableitung der freigesetzten
Ladungstréiger aus den halbleitenden Schichten dadurch, dass zwischen den halbleitenden
Schichten jeweils eine transparente bzw. semitransparente Elektrode angebracht ist. Wie
bereits beschrieben, weisen transparente bzw. semitransparente Elektroden im Gegensatz
zu metallischen Materialien, eine deutlich geringere Leitfahigkeit auf. Eine anspruchsge-
méB ausgebildete Solarzelle hat jedoch keine Elektroden im Strahlengang des einfallenden
Lichts. Daher lassen sich auch mehrere photoaktive Schichten iibereinander anordnen was
einerseits den Wirkungsgrad erhoht und andererseits eine bessere Platzausnutzung der Fla-
che der Trégerlage bringt. Der bedeutende Vorteil einer anspruchsgemiB ausgebildeten

Solarzelle liegt daher in einer deutlich erhéhten Energiedichte.

Auch Transistoren weisen meist einen schichtartigen Aufbau auf, wobei auch hier das
Problem besteht, freigesetzte Ladungstriger aus den halbleitenden Schichten abzutranspor-
tieren. Auch fiir derartige Bauteile lisst sich der erfindungsgemiBe Schichtaufbau beson-
ders vorteilhaft einsetzen. Durch die Anordnung der Elektroden an den Stirnseiten der
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halbleitenden Schichten lassen sich die Bauteile kompakter und damit wirtschaftlicher her-

stellen.

Die Erfindung wird im Nachfolgenden anhand der in den Zeichnungen dargestellten Aus-
filhrungsbeispiele niher erldutert.

Es zeigen jeweils in schematisch vereinfachter Darstellung:

Fig. 1 einen Schichtaufbau in perspektivischer Ansicht;

Fig. 2 einen Schichtaufbau mit mehreren Schichten;

Fig. 3 einen Schichtaufbau mit Fingerelektroden in Draufsicht;

Fig. 4 einen nicht maBstablichen Schnitt durch den Schichtaufbau aus Fig. 3.

Einfiihrend sei festgehalten, dass in den unterschiedlich beschriebenen Ausfiihrungsformen
gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen versehen
werden, wobei die in der gesamten Beschreibung enthaltenen Offenbarungen sinngema8
auf gleiche Teile mit gleichen Bezugszeichen bzw. gleichen Bauteilbezeichnungen iiber-
tragen werden konnen. Auch sind die in der Beschreibung gewihlten Lageangaben, wie |
z.B. oben, unten, seitlich usw. auf die unmittelbar beschriebene sowie dargestellte Figur
bezogen und sind bei einer Lagednderung sinngemB auf die neue Lage zu iibertragen.
Weiters konnen auch Einzelmerkmale oder Merkmalskombinationen aus den gezeigten
und beschriebenen unterschiedlichen Ausfithrungsbeispielen fiir sich eigenstindige, erfin-

derische oder erfindungsgemifBe Lsungen darstellen.

Fig. 1 zeigt einen Schichtaufbau 1 der auf einer Flachseite 2 der Trégerlage 3 aufgebracht
ist und eine ersté 4 und zweite 5 Elektrode umfasst. Zwischen den beiden Elektroden ist
eine halbleitende Schicht 6 angeordnet, die eine untere 7 und obere 8 Flachseite aufweist.
Die Trégerlage 3 des abgebildeten erfindungsgeméBen Schichtaufbaus 1 ist beispielsweise
aus einem elektrisch nicht leitenden Kunststoff gebildet. In einer vorteilhaften Weiterbil-
dung kann dieser Kunststoff beispielsweise transparent und/oder flexibel und elastisch ver-
formbar ausgebildet sein. Ebenso méglich ist eine folienartige Ausbildung. Der erfindungs-
geméBe Schichtaufbau 1 ist jedoch nicht auf Kunststoffe als Trigerlage festgelegt, sondern

es lassen im Wesentlichen alle weitestgehend ebenen Trigerlagen verwenden.
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Auf die Flachseite 2 der Trigerlage werden mittels eines Strukturierungsverfahren, bei-
spielsweise Lithographie, Siebdruck, usw., eine erste 4 und zweite 5 elektrisch leitende
Elektrode aufgebracht. Der wesentliche Vorteil des erfindungsgemiBen Schichtaufbaus ist,
dass die Elektroden aus elektrisch sehr gut leitenden metallischen Werkstoffen gebildet
sind. Beispielsweise kann die erste Elektrode aus Aluminium (Al) und die zweite Elektrode
aus Kupfer (Cu) oder Gold (Au) gebildet sein. Die Elektroden weisen eine geringe Grund-
fliche auf, insbesondere ist der Quotient aus Dicke 9 und Hohe 10 der Elektroden kleiner
als 1. Nachdem die Elektroden aufgebracht wurden, wird vollflichig iiber die Trégerlage
und iiber die Elektroden, mittels eines Verfahrens aus der Gruppe umfassend Bedampfung,
Flachendruck (beispielsweise Rakel, Siebdruck, Gravurdruck, Tiefdruck, Flexodruck, Dip-
Coating, Spray-Coating), die halbleitende Schicht 6 aufgebracht. Fiir die Funktion des
Schichtaufbaus ist es unerheblich, dass sich die halbleitende Schicht auch auf der oberen
Flachseite 11 der Elektroden anlagert. Ist die Trigerlage beispielsweise aus einem elekt-
risch leitenden Material gebildet, muss vor dem Aufbringen der Elektroden und der halb-
leitenden Schicht, eine elektrisch isolierende Zwischenschicht auf der Flachseite 2 der Tri-
gerlage aufgebracht werden, um einen Kurzschluss der Elektroden zu verhindern. Eine
vorteilhafte Weiterbildung einer elektrisch leitenden Trigerlage koénnte darin bestehen,
dass die Schutzschicht strukturiert aufgebracht wird, wobei beispielsweise der Abschnitt
freigelassen wird, wo hernach die erste Elektrode aufgebracht wird. Werden hernach die
erste und zweite Elektrode aufgebracht, ist die erste Elektrode unmittelbar mit der elekt-
risch leitenden Trigerlage verbunden und die Stromweiterleitung erfolgt direkt iiber die
elektrisch leitende Trigerlage.

Bei dem in Fig. 2 dargestellten Schichtaufbau 1, ist eine erste 4 und zweite 5 Elektrode un-
mittelbar auf der Trigerlage 3 aufgebracht. Zwischen den beiden Elektroden sind insgesamt
drei halbleitende Schichten 12 iibereinander angeordnet, wobei jede Schicht eine untere 7
und eine obere 8 Flachseite, sowie eine Dicke 13 aufweist. Die einzelnen Schichten sind
beispielsweise aus Polymeren, Carbon Nanotubes, Small Molecules, Dendrimers, Quantum
Dots, anorganische Nanopartikel, sowie Mischungen von diesen gebildet und werden in
mehreren Arbeitsschritten nacheinander aufgebracht, wobei dies besonders vorteilhaft bei-
spielsweise in einem Durchlauf- bzw. einem Druckverfahren erfolgen kann. Da die Elek-
troden seitlich an den halbleitenden Schichten angebracht sind, kann die einwirkende Be-

einflussung 14 ungehindert alle iibereinander angeordneten Schichten erreichen. Ist die
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Trégerlage vorteilhaft transparent ausgebildet, kann neben einer oberen 15 einwirkenden
Beeinflussung, auch eine Ladungstriger freisetzende Beeinflussung von der Unterseite 16

der Tragerlage einwirken.

Fig. 3 zeigt einen Schichtaufbau 1, wobei die Elektroden als ineinander verschriinkte, erste
17 und zweite 18 Fingerelektroden ausgebildet sind und durch den Abstand 19 voneinan-
der distanziert sind. Durch diese Anordnung ldsst sich eine kontinuierliche Breite 19 der
halbleitenden Schicht zwischen der ersten und zweiten Fingerelektrode erreichen. In vor-
teilhafter Weiterbildung sind aber auch andere Elektrodenformen denkbar, bei denen eine
gute Ableitung der freigesetzten Ladungstriger aus der zumindest einen halbleitenden
Schicht sicher gestellt ist. Beispielsweise konnen sternférmig oder ineinander verzahnte
Dreieckselektroden eingesetzt werden. Durch die ineinander verschriinkte Anordnung der
Elektroden wird eine moglichst optimale Ausnutzung des auf der Trigerlage zur Verfii-

gung stehenden Platzes erreicht.

Fig4. zeigt den nicht maBstabsgetreuen Schnitt aus Fig. 3. Die ersten 17 und zweiten 18
Fingerelektroden sind abwechselnd und durch die Schicht 19 voneinander distanziert auf
der Trégerlage angeordnet, wobei jede Elektrode eine Hohe 10 und eine Dicke 9 aufweist.
Auf die Trégerlage und auf die zuvor aufgebrachten Elektroden wird hernach schichtweise
12 jeweils eine halbleitende Schicht aufgebracht.

Der erfindungsgemaéBe Schichtaufbau lisst sich beispielsweise auch auf Textilien anbrin-
gen. Eine anspruchsgemiB ausgebildete Solarzelle dient als Energiequelle, die Funktions-
logik wird durch eine Baugruppe realisiert, die aus anspruchsgemi8 ausgebildeten Tran-
sistoren gebildet ist. Denkbar ist beispielsweise eine Sportbekleidung, die wihrend des
Trainings physiologische Parameter tiberwacht und bei Erreichen von Grenzwerten, einen

Alarm ausgibt.

Zur Vermeidung unnétiger Wiederholungen sei hinsichtlich weiterer Ausgestaltungen auf
obige Ausfiihrungen bzw. die in den Anspriichen dargelegten Ausfiihrungsvarianten ver-

wiesen.
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Der Ordnung halber sei abschlieend darauf hingewiesen, dass zum besseren Verstindnis
des Aufbaus der Vorrichtung 1 diese bzw. deren Bestandteile teilweise unmaBstéiblich

und/oder vergréBert und/oder verkleinert dargestellt wurden.

Die den eigenstindigen erfinderischen Losungen zugrunde liegende Aufgabe kann der Be-

schreibung entnommen werden.

Vor allem kdnnen die einzelnen in den Fig. 1 und 2 gezeigten Ausfithrungen den Gegen-
stand von eigenstindigen, erfindungsgemiBen Losungen bilden. Die diesbeziiglichen er-
findungsgemifBen Aufgaben und Lésungen sind den Detailbeschreibungen dieser Figuren

zu entnehmen.
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15

16
17
18
19

Bezugszeichenaufstellung

Schichtaufbau

Flachseite der Trigerlage
Triigerlage

Erste Elektrode

Zweite Elektrode

Halbleitende Schicht
Untere Flachseite
Obere Flachseite
Dicke

Hohe

Obere Flachseite der Elektrode
Halbleitende Schichten

Dicke

Ladungstriiger freisetzende Beein-
flussung

Von oben einwirkende Beeinflussung

Von unten einwirkende Beeinflussung
Erste Fingerelektrode

Zweite Fingerelektrode

Abstand
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Patentanspriiche
1. Schichtaufbau (1) mit halbleitenden Materialien auf einer Trégerlage (3) wel-

cher zumindest eine flichenhafte, halbleitende Schicht (6) und mehrere, insbesondere eine
erste (4) und zweite (5), Elektroden umfasst, wobei die halbleitende Schicht (6) eine obere
(8) und untere (7) Flachseite aufweist, die im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen
und durch die Hohe der Schicht (10) voneinander distanziert sind und wo die halbleitende
Schicht (6) mit der unteren Flachseite (7) auf einer Flachseite der Trégerlage (2) aufge-
bracht ist und wobei die beiden Elektroden elektrisch leitend mit der halbleitenden Schicht
verbunden sind dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Elektroden an zwei
gegeniiber liegenden Stirnfléchen der halbleitenden Schicht und/oder an dazu zumindest

anndhernd parallelen Ebenen zwischen den beiden Stirnfliichen angeordnet sind.

2. Schichtaufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Trégerlage
(3), die halbleitende Schicht (6) und die Elektroden, flexibel und elastisch riickstellbar ver-

formbar sind.

3. Schichtaufbau nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die

Trégerlage (3) aus einem transparenten Material gebildet ist.

4. Schichtaufbau nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trigerlage (3) aus einem elektrisch nicht leitenden Material gebildet ist.

5. Schichtaufbau nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das halbleitende Material aus einer Gruppe umfassend photoaktive Materia-

lien, organische und anorganische halbleitende Materialien gebildet ist.
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6. Schichtaufbau nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass auf der halb-

leitenden Schicht (6), zumindest eine weitere, bevorzugt aus einem anderen halbleitenden

Material gebildete, halbleitende Schicht (12) aufgebracht ist.

7. Schichtaufbau nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
photoaktive Material zur Absorption eines Teilbereichs des Spektrums des Sonnenlichts

ausgebildet ist, beispielsweise im Bereich von 500nm bis 650nm.

8. Schichtaufbau nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das photo-
aktive Material fiir den nicht absorbierten Teilbereich des Spektrums des Sonnenlichts

transparent bzw. semitransparent ist.

9. Schichtaufbau nach Anspruch 6 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass jede
aufgebrachte photoaktive Schicht einen anderen Teilbereich des Spektrums des Sonnen-
lichts absorbiert.

10. Schichtaufbau nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Elektroden vollfldchig an den Seitenfléichen der halbleitenden Schicht 6)

elektrisch leitend verbunden sind.

11. Schichtaufbau nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste (4) bzw. zweite (5) Elektrode aus jeweils einem unterschiedlichen Metall
gebildét ist, beispielsweise die erste Elektrode aus Aluminium (Al) und die zweite Elektrode
aus Kupfer (Cu) oder Gold (Au), wobei die Elektronenaustrittarbeit (work function) der
beiden Metalle unterschiedlich ist.

12. Schichtaufbau nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass alle ersten

(4) und zweiten (5) Elektroden elektrisch leitend miteinander verbunden sind.

13. Schichtaufbau nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-

net, dass die Elektroden als ineinander verschriinkte Fingerelektroden ausgebildet sind.
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14. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-

alien auf einer Tréigerlage (3), insbesondere nach einem der Anspriiche 1 bis 13, welcher
zumindest eine flichenhafte, halbleitende Schicht (6) und mehrere, insbesondere eine erste
(4) und zweite (5), Elektroden umfasst, wobei die halbleitende Schicht (6) eine obere (8)
und untere (7) Flachseite aufweist, die im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen und
durch die Hohe der Schicht (10) voneinander distanziert sind und die halbleitende Schicht
(6) mit der unteren Flachseite (7) auf einer Flachseite der Trégerlage (2) aufgebracht ist
und wobei die beiden Elektroden elektrisch leitend mit der halbleitenden Schicht verbun-
den sind dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Elektroden an zwei gegeniiber
liegenden Stirnfléchen der halbleitenden Schicht und/oder an dazu zumindest annghernd
parallelen Ebenen zwischen den beiden Stirnflichen angeordnet werden.

15. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass abwech-

selnd und voneinander distanziert, erste (4) und zweite (5) Elektroden aufgebracht werden.

16. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trigerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 oder 15, dadurch gekennzeich-
net, dass die Elektroden mittels eines Strukturierungsverfahren, beispielsweise Lithografie,
Siebdruck, Ink-Jet, Nanoimprint, Stempeldruck, Laser Ablation auf die Trigerlage aufge-

bracht werden.

17. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trigerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 16, dadurch gekennzeich-
net, dass die beiden Elektroden als verschrinkte Fingerelektroden aufgebracht werden.

18. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trigerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 17, dadurch gekennzeich-
net, dass die halbleitende Schicht (6) vollflichig aufgebracht wird.
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19. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 18, dadurch gekennzeich-
net, dass zum Auftragen der halbleitenden Schicht (6) ein Verfahren aus der Gruppe um-
fassend Bedampfung und Flachendruck, eingesetzt wird.

20. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 19, dadurch gekennzeich-
net, dass die halbleitende Schicht (6) strukturiert aufgebracht wird.

21. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass zum struk-
turierten Auftragen ein Verfahren aus der Gruppe umfassend Tintenstrahl-Druck, Sieb-

druck, Laser Ablation eingesetzt wird.

22. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 21, dadurch gekennzeich-
net, dass wihrend des Aufbringens der halbleitenden Schicht (6) ein Elektrisches Feld von

zumindest 10°V/cm angelegt wird.

23. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 22, dadurch gekennzeich-
net, dass durch geeignete Materialkombinationen, beispielsweise aus Polymeren, Carbon
Nanotubes, Small Molecules, Dendrimers, Quantum Dots, anorgan. Nanopartikel, sowie
Mischungen von diesen, eine hohere Quanteneffizienz der halbleitenden Schicht (6) erzielt
wird.

24. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 23, dadurch gekennzeich-
net, dass auf der oberen Flachseite (8) der halbleitende Schicht (6) zumindest eine weitere,
bevorzugt aus einem anderen halbleitenden Materialgebildete, Schicht (12) aufgebracht

wird.
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25. Solarzelle zur Freisetzung von Ladungstriger durch das Einwirken einer elek-

tromagnetischen Welle, insbesondere Licht, dadurch gekennzeichnet, dass die Solarzelle

einen Schichtaufbau gemiB einem der Anspriiche 1 bis 13 aufweist.

26. Transistor, dadurch gekennzeichnet, dass der Transistor einen Schichtaufbau

gemif einem der Anspriiche 1 bis 13 aufweist.
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(Neue) Patentanspriiche

1. Schichtaufbau (1) mit halbleitenden Materialien auf einer Trigerlage (3) wel-
cher zumindest eine flichenhafte, halbleitende Schicht (6) und mehrere, insbesondere eine
erste (4) und zweite (5), Elektroden umfasst, wobei die halbleitende Schicht (6) eine obere
(8) und untere (7) Flachseite aufweist, die im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen
und durch die H6he der Schicht (10) voneinander distanziert sind und wo die halbleitende
Schicht (6) mit der unteren Flachseite (7) auf einer Flachseite der Trigerlage (2) aufge-
bracht ist und wobei die zumindest zwei Elektroden an zwei gegeniiber liegenden Stirnfli-
chen der halbleitenden Schicht und/oder an dazu zumindest annzhernd parallelen Ebenen
zwischen den beiden Stirnflichen angeordnet sind und elektrisch leitend mit der halblei-
tenden Schicht verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Elektro-

den auf die Trigerlage (3) aufgedruckt sind.

2. Schichtaufbau nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Trigerlage
(3), die halbleitende Schicht (6) und die Elektroden, flexibel und elastisch riickstellbar ver-

formbar sind.

3. Schichtaufbau nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die

Trégerlage (3) aus einem transparenten Material gebildet ist.

4. Schichtaufbau nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Tragerlage (3) aus einem elektrisch nicht leitenden Material gebildet ist.

5. Schichtaufbau nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das halbleitende Material aus einer Gruppe umfassend photoaktive Materia-

lien, organische und anorganische halbleitende Materialien gebildet ist.
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6. Schichtaufbau nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass auf der halb-

leitenden Schicht (6), zumindest eine weitere, bevorzugt aus einem anderen halbleitenden

Material gebildete, halbleitende Schicht (12) aufgebracht ist.

7. Schichtaufbau nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
photoaktive Material zur Absorption eines Teilbereichs des Spektrums des Sonnenlichts

ausgebildet ist, beispielsweise im Bereich von 500nm bis 650nm.

8. Schichtaufbau nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das photo-
aktive Material fiir den nicht absorbierten Teilbereich des Spektrums des Sonnenlichts

transparent bzw. semitransparent ist.

9. Schichtaufbau nach Anspruch 6 und 8, dadurch gekennzeichnet, dass jede
aufgebrachte photoaktive Schicht einen anderen Teilbereich des Spektrums des Sonnen-
lichts absorbiert. ‘

10. Schichtaufbau nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Elektroden vollflichig an den Seitenflichen der halbleitenden Schicht (6)

elektrisch leitend verbunden sind.

11. Schichtaufbau nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste (4) bzw. zweite (5) Elektrode aus jeweils einem unterschiedlichen Metall
gebildet ist, beispielsweise die erste Elektrode aus Aluminium (Al) und die zweite Elektrode
aus Kupfer (Cu) oder Gold (Au), wobei die Elektronenaustrittarbeit (work function) der

beiden Metalle unterschiedlich ist.

12. Schichtaufbau nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass alle ersten

(4) und zweiten (5) Elektroden elektrisch leitend miteinander verbunden sind.

13. Schichtaufbau nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch gekennzeich-

net, dass die Elektroden als ineinander verschrinkte Fingerelektroden ausgebildet sind.
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14. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trigerlage (3), insbesondere nach einem der Anspriiche 1 bis 13, welcher
zumindest eine flichenhafte, halbleitende Schicht (6) und mehrere, insbesondere eine erste
(4) und zweite (5), Elektroden umfasst, wobei die halbleitende Schicht (6) eine obere (8)
und untere (7) Flachseite aufweist, die im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen und
durch die Hohe der Schicht (10) voneinander distanziert sind und die halbleitende Schicht
(6) mit der unteren Flachseite (7) auf einer Flachseite der Trégerlage (2) aufgebracht ist
und wobei die beiden Elektroden an zwei gegeniiber liegenden Stirnflichen der halbleiten-
den Schicht und/oder an dazu zumindest annihernd parallelen Ebenen zwischen den bei- °
den Stirnfléichen angeordnet sind und elektrisch leitend mit der halbleitenden Schicht ver-
bunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest zwei Elektroden auf der Triger-

lage (3) aufgedruckt werden.

15. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trigerlage (3) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass abwech-

selnd und voneinander distanziert, erste (4) und zweite (5) Elektroden aufgebracht werden.

16. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 oder 15, dadurch gekennzeich-
net, dass die Elektroden mittels eines Strukturierungsverfahren, beispielsweise Lithografie,
Siebdruck, Ink-Jet, Nanoimprint, Stempeldruck, Laser Ablation auf die Trégerlage aufge-

bracht werden.

17. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 16, dadurch gekennzeich-

net, dass die beiden Elektroden als verschrinkte Fingerelektroden aufgebracht werden.

18. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Tréigerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 17, dadurch gekennzeich-
net, dass die halbleitende Schicht (6) vollflichig aufgebracht wird.
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19. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-

alien auf einer Trégerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 18, dadurch gekennzeich-
net, dass zum Aufiragen der halbleitenden Schicht (6) ein Verfahren aus der Gruppe um-

fassend Bedampfung und Flachendruck, eingesetzt wird.

20. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Tréigerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 19, dadurch gekennzeich-

net, dass die halbleitende Schicht (6) strukturiert aufgebracht wird.

21. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass zum struk-
turierten Auftragen ein Verfahren aus der Gruppe umfassend Tintenstrahl-Druck, Sieb-
druck, Laser Ablation eingesetzt wird.

22. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 21, dadurch gekennzeich-
net, dass wihrend des Aufbringens der halbleitenden Schicht (6) ein Elektrisches Feld von

zumindest 10°V/cm angelegt wird.

23. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trégerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 22, dadurch gekennzeich-
net, dass durch geeignete Materialkombinationen, beispielsweise aus Polymeren, Carbon
Nanotubes, Small Molecules, Dendrimers, Quantum Dots, anorgan. Nanopartikel, sowie
Mischungen von diesen, eine hohere Quanteneffizienz der halbleitenden Schicht (6) erzielt

wird.

24. Verfahren zum Herstellen eines Schichtaufbaus (1) mit halbleitenden Materi-
alien auf einer Trigerlage (3) nach einem der Anspriiche 14 bis 23, dadurch gekennzeich-
net, dass auf der oberen Flachseite (8) der halbleitengle Schicht (6) zumindest eine weitere,
bevorzugt aus einem anderen halbleitenden Materialgebildete, Schicht (12) aufgebracht

wird.
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25. Solarzelle zur Freisetzung von Ladungstriger durch das Einwirken einer elek-

tromagnetischen Welle, insbesondere Licht, dadurch gekennzeichnet, dass die Solarzelle

einen Schichtaufbau gemiB einem der Anspriiche 1 bis 13 aufweist.

26. Transistor, dadurch gekennzeichnet, dass der Transistor einen Schichtaufbau

gemil einem der Anspriiche 1 bis 13 aufweist.
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